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Vynélez se tyka fotodetektoru v Darling-
tonové zapojeni, tvofeného fotocitlivym a
zesilujicim tranzistorem. Podstatou vyndlezu
je, e povrch béze zesilujictho tranzistoru
je obklopen prechodem kolektor — béaze fo-
tocitlivého tranzistoru. Vyndlez lze s vyho-
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Vynélez se tykd fotodetektoru v Darling-
tonové zapojent:

Znamé konstruk®ni uspofddani fotodetek-
tord v Darlingtonové zapojeni spodivd ve
vytvofeni vaitfn{ struktury dvou nezévisle
vedle sebe umisténych tranzistorfi, z nich¥
jeden je citlivy na svétlo a druhy je zesi-
lujici tranzistor a ve spojeni t&chto dvou
tranzistori dohromady prost¥ednictvim me-
talizace, to znamend spojeni emitoru tran-
zistoru s fotoelektrickou citlivost! s bazi ze-
silujiciho tranzistoru. U zndmych provede-
ni se toto spojeni obou tranzistord prostied-
nictvim metalizace provadslo takovym zpl-
sobem, Ze bédze fotocitlivého tranzistoru by-
la co nejmén& prekryta. Struktury podle
znamych feSeni jscu nesymetrické. Nestej-
nomérné prijimani proudu brani tomu, aby
byla vyuZita celkovd plocha fotodetektoru
a zplisobuje nestédlost, kterd plyne ze znad-
nych rozdilft v hustotd proudu a elektrické
intenzity pole, hlavnd podél emitorového
prechodu zesilujictho tranzistoru. U zna-
mych FeSeni jsou oblasti prostorového néa-
boje prechodui fotocitlivych tranzistorti o-
vlivnény v oxidech se nachézejicimi prosto-
rovymi néboji a nédboji prochazejicimi pies
pFechody b&hem prace fotodetektoru. Vli-
vem prostorovych nabojii se méni polarita
téchto pFechodd a rekombinaéni vlastnosti
povrchu baze fotocitlivych tranzistord, co¥
zpiisobuje zm&nu v zesileni proudd fotode-
tektord. Popsané jevy, které vznikaji néa-
sledkem asymetrie a vlivem prostorovych
nédhoji nachézejicich se v oxidech zpfisobu-
ji zna€nou nestdlost fotodetektorfi zejména
pfi velmi silnych proudech. Mimoto bez po-
uZiti sloZité dvouvrstvové metalizace nenf
moZné podle zndmych FeSeni provést ve
struktufe béze, kterd obklopuje emitor fo-
totranzistoru pripoje. Tyto pFipoje jsou dfi-
leZité pro stejnomérné prijimani proudu a
docilen! vy38ich meznich frekvenci fotode-
tektoru a nizSiho odporu baze, coZ méa vel-
ky vyznam u fotodetektoru s ridic{ bézi.

VySe uvedené nevyhody do zna&né miry
odstrafiuje fotodetektor v Darlingtonové za-
pojeni podle vynélezu, tvefeny fotocitlivym
a zesilujicim tranzistorem, jehoZ podstatou
je, Ze povrch baze zesilujiciho tranzistoru
je obklopen p¥echodem kolektor — héaze fo-
tocitlivého tranzistoru. Vyhodné pfitom je,
jestliZe metelické spojeni mezi emitorem fo-
tocitlivého tranzistoru a béazi zesilujictho
tranzistoru prekryvd povrch haze fotocitli-
vého tranzistoru, ktery se nachézi mezi emi-
torem fotecitlivého tranzistoru a emitorem
zesilujiciho tranzistoru. Vyhodné rovnd# je,
jestliZe ve struktu¥e fotocitlivého tranzisto-
ru obklopuje povrch emitoru fotocitlivého
tranzistoru vnitfni &ast pFechodu kolek-
tor — béze fotocitlivého tranzistoru.

Podle vynélezu se vytvofeni struktury fo-
todetektorn vyznaduje stalou fotocitlivosti
tim, Ze se omezuji vlivy emitorového a ko-
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“lektorového p¥echodu a TeKombina&n! vlast-

nosti povrchu béze pomoci promé&nlivého
nabijeni. Uspo¥adani podle vyndlezu umoZ-
fiuje docilit velkou stabilni fotocitlivost p¥i
silnych proudech a pfitom je i symetrické.
Stejnosm&rné proudové napajeni dovoluje
vyuZit Gpiné& aktivni povrch struktury. Tato
struktura dovoluje omezeni fotocitlivého po-
vrchu béze v oblasti mimo aktivni zény emi-
torového a kolektorového prechodu s po-
uZitim p** pfechodl. U tohoto uspofddani
Je moZno symetrické p¥ipoje béaze: vyvést
proti emitoru fotocitlivého tranzistoru, ¢im#
se zvy8l mezni frekvence a sniZi odpor ba-
ze. Usporadani dovoluje ptFipojeni -béze s
niZ8im odporem, coZ pro fotodetektor: s Fi-
zenou bazi mé velky vyznam. U uspo¥adani
podle vynédlezu je tfelnd pouZita svételnd
izolace C€dasti fotocitlivého povrchu  béze.
Tim se ziskd prvek s velmi vysokou stabil-
ni citlivost, a to levnym a jednodwtchym
zplisobem. Pfistroje, které jsou provedeny
se strukturou podle vynélezu se vyznaduji
nizkou poruchovosti. RES
Vynélez bude déle popsén na prikladném
provedeni za pomoci obrdzku, na kterém
je znézorn&n Fez polovodigovou destitkou
fotodetektoru sestdvajictho ze dvou'tran-
zistor@t, zesilujiciho a fotocitlivého.:
Kiemikovd desticka 5 typu n*, ktérd:tvo-
I1 spoletny kolektor 6 obou tranzistort je
Z Si0z2. V této destitce jsou selektivai ob-
lasti bdze 8 zesilujiciho tranzistoru:a ‘baze
19 fotocitlivého tranzistoru, tak jako ‘oblast
emitoru 7 zesilujictho tranzistoru a:emito-
ru 9 fotocitlivého tranzistoru. Ve struktufe
fotocitlivého tranzistoru obepind. povrch
emitoru @ zesilujiciho tranzistoru : vnit¥nf
¢ast prechodu 11 kolektor — bédze fotocitli-
vého tranzistoru. Povrchy bédze 8§ a:emitoru
7 zesilujici tranzistoru jsou obklopené bazi
10 a emitorem 9 fotocitlivého tranzistoru.
Déale jsou uspofddany ohmické hlinikové
kontakty 3 emitoru 3 a hlinikové 'spoje 2
mezi emitorem 9 fotocitlivého tranzistoru
a bdzi 8 zesilujiciho tranzistoru, které po-
kryvaji aplné povrch bédze 10 fotocitlivého
tranzistoru nachézejici se mezi emitorem 9
fotocitlivého tranzistoru a emitorem.7 zesi-
lujicfho tranzistoru. Mimo aktivni oblasti
pFechodd@i emitoru 9 a kolektoru 6 fotocitli-
vého tranzistoru jsou ve vzdalenosti asi
20 uym od téchto pFechodfl smérem k vné&jsi
strané emitorn 8 tohoto tranzistoru uspofa-
déna z hliniku, vytvorend ohrani€eni foto-
citlivé oblasti badze 18 fotocitlivého - tran-
zistoru, provedend jako p¥Fechod 1 ploch
pp*. '
Spoletné fotocitlivé povrchy fotodetekto-
ru s vyjimkou mezer pod kontaktem jsou
pokryty pyrolitickym fosforem dotovanym
a vyhiatym oxidem 4 na teplotu 450°C v re-
dukéni atmosfére.
Vynalez lze s vyhodou vyu#it p¥i kon-
strukci fotodetektort.
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PREDMET VYNALEZU

1. Fotodetektor v Darlingtonové zapojeni,
tvoteny fotocitlivym a zesilujicim tranzisto-
rem, vyznadujici se tim, e povrch bdze (8)
zesilujiciho tranzistoru je obklopen precho-

dem (11) kolektor — béaze fotocitlivého

tranzistoru.

2. Fotodetektor podle bodu 1 vyznacujici
se tim, Ze metalické spojeni (2) mezi emi-
torem (9) fotocitlivého tranzistoru a bazi
(8) zesilujiciho tranzistoru pirekryva po-

vrch bédze (10) fotocitlivého tranzistoru,
ktery se nachézi mezi emitorem (9) fotocit-
livého tranzistoru a emitorem (7) zesiluji-
ciho tranzistoru.

3. Fotodetektor podle bodu 1 vyznac€ujici
se tim, Ze ve struktufe fotocitlivého tran-
zistoru obklopuje povrch emitoru (9) foto-
citlivého tranzistoru vnitini ¢ast pF¥echodu
(11) kolektor — béze fotocitlivého tran-
zistoru.
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